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증착기술을 이용한 태양전지용rf-magnetron sputter

p형 비정질 실리콘 박막의 특성분석
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실리콘 박막태양전지의 실리콘 박막은 증착기술에 비해 고가 공정인sputter CVD(Chemical
증착법을 통한 연구가 대부분이었다 본 연구에서는 저비용 공정인 를Vapor Deposition) . sputter

이용하여 의 실리콘 박막 중 낮은 비저항과 높은 투과도를 갖는p-i-n p형 비정질 실리콘박막을
증착하고 그 특성을 살펴보았다 본 실험에서는 증착기술을 이용하여 보. rf-magnetron sputter
론 을 도핑한(Boron) p형 실리콘 타겟을 사용하였으며 기판온도는 상온에서부터 까지의, 250 ℃
비교적 저온에서 이 없는 유리 기판 위에 박막을 증착하여 실험하였다 주요 공정 변수는Na .
기판온도 두께로써 전기적 특성과 광학적 특성을 비교 분석하였다 위의 조건들을, rf-power, , .
변화시키면서 증착된 박막의 두께와 투과도는 각각 과 를 사용-step UV-Vis spectrophotometerα
하여 측정했다 또한 투과도를 통하여 박막의 밴드갭 에너지를 얻었으며 지름의 전. , 0.4 mm Al
극을 실리콘 박막위에 증착하여 를 측정하고 비저항을 계산하였다 그리고 박막의 결정성I-V .
을 알아보기 위해 을 분석했다 실험에서 두께 변화 에 따른 투과율Raman spectrum . (40-600 nm)
의 차이는 박막의 밴드갭 에너지를 변화시키며 두께가 감소할수록 밴드갭 에너지가 에1.31 eV
서 로 증가하는 경향을 보임을 관찰했다 또한 모든 샘플들은 분석1.46 eV . Raman spectrum
결과를 통해 비정질 p형 실리콘 박막으로 밝혀졌다 먼저 의 와 의. , 350 W rf-power 10 mTorr
압력조건에서 온도변화상온 에 따른 각각 샘플들의 증착속도는 변화가 없었으나 온도( -250 )℃
가 높아짐에 따라 비저항이 증가함과 동시에 밴드갭에너지도 에서 까지 증가했1.24 eV 1.37 eV
다 다음으로 앞에서 얻어진 비저항이 낮은 온도조건인 상온에서 압력을 로 고정시. , 10 mTorr
키고 를 변화시켜 실험을 진행했다 가 증가함에 따라 증착속도와rf-power(150-350 W) . rf-power
밴드갭에너지는 각각 에서 에서 로 증가하였으나 비저항은0.92 Å/s 3.58 Å/s, 1.17 eV 1.31eV
감소하였다 이 실험에서 의 압력과 상온의 조건으로 증착한 박막이. 350 W rf-power, 10 mTorr
6.1×104 의 비정질 실리콘으로서는 비교적 낮은 비저항을 얻었다 이러한 높은 투과도와· .Ω㎝
낮은 비저항은 태양전지의 p층에 적용이 가능할 것으로 판단된다.




